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【57】申請專利範圍
1.　一種石墨烯導電膜的製作方法，其包含步驟：提供一透明基板；形成一聚二氧乙基噻
吩/聚苯乙烯磺酸層於該透明基板上；及形成一還原氧化石墨烯層於該聚二氧乙基噻吩/聚
苯乙烯磺酸層上，以製得該石墨烯導電膜。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中該透明基板的材質包含聚
對苯二甲酸乙二酯。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中形成該還原氧化石墨烯層
的步驟包含：提供一基板；形成一官能基化氧化石墨烯層於該基板上；形成一高分子材

料層於該官能基化氧化石墨烯層上，以形成一基板複合體；將該基板複合體浸入一去離

子水中，以使該高分子材料層與該官能基化氧化石墨烯層從該基板複合體脫離而出；將

該官能基化氧化石墨烯層附著於一耐熱基板上，並去除該高分子材料層；在一氬氣氣氛

下對該官能基化氧化石墨烯層進行加熱步驟，以使該官能基化氧化石墨烯層形成該還原

氧化石墨烯層於該耐熱基板上，其中該加熱步驟的加熱溫度係介於 400℃至 900℃之間及
加熱時間係介於 0.5小時至 2小時之間；及移除該耐熱基板，並將該還原氧化石墨烯層
形成於該聚二氧乙基噻吩/聚苯乙烯磺酸層上。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中該形成該官能基化氧化石
墨烯層於該基板的步驟包含：提供一氧化石墨烯；加入一具有烷基的胺類於該氧化石墨

烯中，以 50℃至 70℃進行加熱達 6小時至 18小時，以形成一官能基化氧化石墨烯；及
將該官能基化氧化石墨烯塗布於該基板上，以形成該官能基化氧化石墨烯層於該基板上。

- 5739 -



5.　如申請專利範圍第 4項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中提供該氧化石墨烯的步驟
包含：提供一含有硫酸與過錳酸鉀的第一混合液；將硝酸化鈉與石墨加入該第一混合液

中，以形成一第二混合液，其中該石墨的平均粒徑係介於 40微米至 50微米之間；對該
第二混合液在 30℃至 40℃的溫度下反應達 0.5小時至 2小時後，加入去離子水於該第二
混合液中以形成一第三混合液；及對該第三混合液在 80℃至 90℃的溫度反應達 10分鐘
至 30分鐘後冷卻，再加入過氧化氫於該第三混合液中，以形成該氧化石墨烯。

6.　如申請專利範圍第 4項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中提供該氧化石墨烯的步驟
包含：提供一含有硫酸與過錳酸鉀的第一混合液；將硝酸化鈉與石墨加入該第一混合液

中，以形成一第二混合液，其中該石墨的平均粒徑係介於 0.6毫米至 1毫米之間；對該
第二混合液在 30℃至 40℃的溫度下反應達 8小時至 16小時後，加入去離子水於該第二
混合液中以形成一第三混合液；及對該第三混合液在 80℃至 90℃的溫度反應達 10分鐘
至 30分鐘後冷卻，再加入過氧化氫於該第三混合液中，以形成該氧化石墨烯。

7.　如申請專利範圍第 4項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中該具有烷基的胺類包含丁
胺、叔丁胺、二甲基胺、雙二甲基胺、二乙基胺、雙二乙基胺、二丙基胺、二異丙基胺

及六乙胺中的至少一種。

8.　如申請專利範圍第 3項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中該高分子材料層的材料包
含聚甲基丙烯酸甲酯。

9.　如申請專利範圍第 3項所述之石墨烯導電膜的製作方法，其中該耐熱基板係一金屬基
板。

圖式簡單說明

第 1A圖：本發明實施例之石墨烯導電膜的製作方法的流程圖。
第 1B圖：本發明實施例的形成還原氧化石墨烯層的流程圖。
第 2圖：本發明實施例的提供氧化石墨烯的流程圖。
第 3圖：發明另一實施例的提供氧化石墨烯的流程圖。
第 4A圖：PEDOT：PSS材料(在圖中簡稱為 PEDOT：PSS)在大氣環境下片電阻隨時間增

加的變化趨勢圖。

第 4B圖：經有機酸處理的 PEDOT：PSS材料與其被覆蓋石墨烯沉積層的石墨烯導電膜
在大氣環境下片電阻隨時間增加的變化趨勢圖。

第 4C圖：經有機酸處理的 PEDOT：PSS材料與其被覆蓋還原氧化石墨烯層的石墨烯導
電膜在大氣環境下片電阻隨時間增加的變化趨勢圖。

第 4D圖：PEDOT：PSS材料且覆蓋石墨烯沉積層的石墨烯導電膜的標準化電阻隨彎曲循
環次數的增加的變化趨勢圖。

第 5A圖：PEDOT：PSS材料與其被覆蓋石墨烯沉積層的石墨烯導電膜對於不同波長的光
線的透光度趨勢圖。

第 5B圖：PEDOT：PSS材料與其被覆蓋還原氧化石墨烯層的石墨烯導電膜對於不同波長
的光線的透光度趨勢圖。
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